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(57) Referatas:

Isradimas priklauso mikroelektromechaniniy sistemy (MEMS) klasei, konkregiai mikroelektromechaniniy jungikliy poslinkiy
matavimui. Siekiant padidinti matavimo tiksluma ir efektyvuma, uzraSant visos mikroelektromechaninés sistemos matricos poslinkiy
laukus i$ karto, tiesiai po gamybos technologijos proceso, mikroelektromechaniniy jungikliy poslinkiy vizualizavimo bude,
pagristame lazerinés interferometrijos metodu, kuriame deformuojama mikroelektromechaninj jungiklj apviecia lazerio spinduliu,
registruoja  interferencing  struktarg ir i&skiria  interferencines  juostas, nusakanéias  poslinkius, ~deformuojamy
mikroelektromechaniniy jungikliy matricg ap3viecia lazerio spindulys, prie$ tai praeidamas pro fotoplokstele, kurioje sugrjzes
priedprieSiais interferuoja su pagrindiniu lazerio spinduliu ir, pagal matomas fotoploksteléje hologramos interferencines juostas,
nustato deformuojamy mikroelektromechaniniy jungikliy poslinkius, be to fotoplokstelé pritvirtina kampu o, apévie¢iamy lazerio

spinduliy at2vilgiu, o po interferencijos fotoplokstelé chemiskai apdoroja (iSryskina) ir apévietia dienos §viesa, nukreipta kampu a.
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I$radimas priskiriamas mikroelektromechaniniy sistemy (MEMS) klasei, konkreciai
mikroelektromechaniniy jungikliy poslinkiy matavimui.

Yra Zinomas mikroelektfomechaniniqjungikliq poslinkiy matavimo btidas, kuriame
poslinkiy matavimai atliekami speklo- interferometrijos badu, kur matuojamas objektas
apévietiamas lazerio spinduliu, padalytu | dvi dalis ir pagal spinduliy kooreliacinius
speklus, sudarancius skirtingas kombinacijas matuojamam pavir$iui, sprendziama apie
matuojamo poslinkio dydj (zidr. PCT paraiskg Nr. WO 95/27190 GOIL1/24, GOIB 9/02,
11/02, 1995 ).

Yra zinomas mikroelektromechaninis universalus lazerinis holografinis mikros-
kopas mikroelementy, ir mikroelektromechaniniy sistemy poslinkiy matavimui, kuriame
matavimo budas pagristas lazerine interferometrija, naudojant opto-elektroninj jrenginj
su lazeriniu diodu bei ilgo fokuso mikroskopu ir skaitmenine kamera. Matavimai
atliekami lazerio spindulio pagalba, kuris dalijamas | du koherentiskus spindulius,
pirmasis - ap$vietiantis mikroelektromechaning sistemg spindulys , antrasis, kaip
atraminis, kuris sukuria pastovig interferencing struktlrg registruojancioje skaitmeninéje
vaizdo kameroje. 18 uZrasytos interferencinés strukttros grafinio vaizdo, apdoroto
vaizdiklyje, algoritmo pagalba ir i§ uzraSytos mikroelektromechaninés sistemos
interferometrinés struktdros iSskiriamos tiriamos interferencinés juostos sprendziama
apie matuojamo objekto poslinkio dydj (Zidr. L. Jang, Proccedings of the 2003 SEM ,
Published by Society for Experimental Mechanics , 2003 ).

Nurodytame matavimo bdde, kaip ir analoge, néra galimybés poslinkiy laukus
iSmatuoti i$ karto visai mikroelektromechaninés sistemos matricai , kur matavimai
vykdomi tik realiam laike , taip pat pakankamai dideli spekly triuk$mai neleidzia tiksliai

jvertinti poslinkio dydzio reikSmes.
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I$radimo tikslas — matavimo tikslumo ir efektyvumo padidinimas, uzrasant visos
mikroelektromechaninés sistemos matricos poslinkiy laukus i$ karto, tiesiai po gamybos
technologijos proceso .

I¢radimo tikslas pasiekiamas tuo , kad mikroelektromechaniniy jungikliy poslinkiy
vizualizavimo blde , pagristame lazerings interferometrijos metodu , kuriame
deformuojamg mikroelektromechaninj jungiklj ap$viecia lazerio spinduliu, registruoja
interferencing struktdrg ir isskiria interferencines juostas, nusakancias poslinkius, kur
deformuojama mikroelektromechaniniy jungikliy matrica apsvieCia lazerio spindulys,
pries tai praesidamas pro fotoplokstele, kurioje sugrizes interferuoja su pagrindiniu
lazerio spinduliu ir pagal matomas fotoplokstelés hologramos interferencines juostas
nustato deformuojamy mikroelektromechaniniy jungikliy poslinkius, be to fotoplokstele
pritvirtina kampu A apsvie¢iamy lazerio spinduliy atzvilgiu ir po interferencijos
chemiékai apdoroja ( iSryskina). Chemiskai apdorotg fotoplokstele ap$vieCia dienos
dviesa, nukreipta kampu

ISradimo esmé paaiskinama brézinyje 1, kuriame pavaizduota mikroelektrome-
chaniniy jungikliq poslinkiy vizualizavimo bado schema: a - deformuojamy,
mikroelektromechaniniy jungikliy matricos poslinkiy uzrasymo momentu, b -
deformuojamy mikroelektromechaniniy  jungikliy ~ matricos poslinkiy nuskaitymo
momentu.

Mikroelektromechaniniy  jungikliy poslinkiy vizualizavimo budas realizuojamas
sekandiai.

Visg deformuojamy mikroelektromechaniniy, jungikliy matricg ap$vieCia lazerio
spindulys, kuris prie$ tai praeina kampu ’)L pritvirtintg fotoplokstele. Atsispindéjes
nuo mikroelektromeChaninés'jungik|iq matricos spindulys grizta atgal j fotoplokstele ir
interferuoja su pagrindiniu lazerio spinduliu. Fotoplokstele, su joje uzrasyta
deformuojamy  mikroelektromechaniniy jungikliy matricos holograma, chemiskai
apdoroja ( iSryskina). Po to, Sig fotoplokstelg, apévietia $viesos diodo skleidziama
dienos &viesa, kuri | fotoplokslele nukreipta tokio pacio dydzio kampu 7Q ;
kaip ir ap$vieGiant lazerio spinduliu. Toliau atstatomas deformuojamy mikroelektro-

mechaniniy jungikliy matricos optinis vaizdas ir pro ilgo Zidinio mikroskopg stebint
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3.
matomas interferencines juostas fotoplokstelés hologramoje, nustatomi deformuojamy
mikroelektromechaniniy jungikliy matricos poslinkiai.

Lyginant su prototipu, mikroelektromechaniniy jungikliy poslinkiy vizualizavimo
bdas, leidzia iSmatuoti poslinkius visoje deformuojamoje mikroelektromechaniniy,
jungikliy matricoje, i$ kart po gamybos technologijos proceso, kas ryskiai padidina
matavimo efektyvuma, panaudojus dienos Sviesg hologramos atstatymui,. eliminuojami
speklai, kurie leidzia iSvengti triuksmy ir pagerinanti vizualizavimo kokybe, tuo paciu

padidinti matavimo tiksiuma,
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ISRADIMO APIBREZTIS

1 Mikroelektromechaniniy jungikliy poslinkiy vizualizavimo badas , pagristas
lazerinés interferometrijos metodu, kuriame deformuojama mikroelektromechaninj
jungikli apsviecia lazerio spinduliu, registruoja interferencine struktrg ir iSskiria
interferencines juostas, nusakanCias poslinkius, b e s iskiriantis tuo, kad
deformuojama_mikroelektromechaniniy jungikliy matrica apévietia lazerio spindulys,
prie$ tai praeidamas pro fotoplokstele, kurioje sugrjzes prieSpriesiais interferuoja su
pagrindiniu lazerio spinduliu ir, pagal matomas hologramos fotoploksteléje
interferencines juostas, nustato deformuojamy mikroelektromechaniniy jungikliy
poslinkius.

2. Mikroelektromechaniniq jungikliy poslinkiy vizualizavimo  btidas pagal
1 punktg, besiskiriantis tuo, kad fotoplokstele pritvirtina kampu 74 ,
ap$vieciamy lazerio spinduliy atzvilgiu.

3. Mikroelektromechaniniy jungikliy  poslinkiy vizualizavime bldas pagal
1punkta, besiskiriantis tuo,kad po interferencijos fotoplokstele chemi$kai
apdoroja ( isryskina).

4. Mikroelektromechaniniy jungikliy poslinkiy vizualizavimo btdas pagal 3
punkta, besiskiriantis tuo, kad chemiskai apdorotg ( iryskinta) fotoplokstele

ap$vietia dienos Sviesa , nukreipta kampu ’><
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